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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет "Львівська
політехніка"
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.01

Тема дисертації:
1. Створення та фотоелектричні властивості структур на основі багатокомпонентних халькогенідів.

2. Fabrication and photoelectric properties of structures on the basis of multicomponent chalcogenides.

Реферат:
1. Удосконалено технології вирощування методами спрямованої кристалізації та хімічних транспортних
реакцій монокристалів InSe, In2Se3 та твердих розчинів Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70). Визначено елементний
склад, досліджено структуру та фізичні властивості монокристалів.Запропоновано нову технологію
формування енергетичного бар'єру методом термообробки вирощених кристалів, і вперше створено
випрямляючі фоточутливі гетероструктури n-Ox/n-InSe, Ox/Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70). Проаналізовано
стаціонарні вольт-амперні характеристики і спектри відносної квантової ефективності вперше одержаних
гетероструктур у природному, а для n-Ox/n-InSe і в лінійно-поляризованому випромінюванні. Показано, що
в створених гетероструктурах спостерігається фоточутливість у широкій спектральній смузі, а за скісного
падіння лінійно-поляризованого випромінювання виникає фотоплеохроїзм.Уперше створено бар'єри Шоткі



In/n-In2Se3, Al/n-In2Se3 та In/Cd1-хMnхTe, фоточутливі в широкому інтервалі енергій падаючих фотонів (1-
3,8 еВ, 300 К). Аналіз спектрів фоточутливості створених структур дозволив визначити характер міжзонних
оптичних переходів, висоту енергетичних барєрів і енергії міжзонних оптичних переходів кристалів In2Se3,
Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70).Запропоновано і вперше отримано методом електричного розряду точкові
структури на основі монокристалів InSe та твердих розчинів Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70). Досліджено
стаціонарні вольт-амперні характеристики і фоточутливість структур ТК/n-InSe, ТК/Cd1-хMnхTe (х=0,00-
0,70). Виявлено широкосмуговий характер і екситонна особливість у спектрах фоточутливості структур
ТК/n-InSe.Зроблено висновок про можливість застосування нових структур як широкосмугових
фотоперетворювачів оптичного випромінювання та в розробленні приладів магнітної фотоелектроніки на
основі твердих розчинів Cd1-хMnхTe.

2. The technology of crystal growth by directed crystallization and chemical transport reactions of InSe, In2Se3
single crystals and Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70) solid solutions crystals was improved. The crystal composition,
structure and physical properties were investigated.The new technology of energy barrier fabrication by thermal
air treatment of growth crystals was proposed. By the first time the n-Ox/n-InSe, Ox/Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70)
heterostructures with rectifying and photosensitive properties was fabricated. The current-voltage characteristics
and spectra of photoconversion relative quantum efficiency for unpolarized and for n-Ox/n-InSe in linearly-
polarized light of fabricated heterostructures was investigated. The wide-band photosensitivity and the
photopleochroism spectral dependence for the oblique of incidence of linearly-polarized light in created
heterojunctions is observed. By the first time fabricated In/n-In2Se3, Al/n-In2Se3 and In/Cd1-хMnхTe Shottky
barriers photosensitive to incident photons in a wide energy region (1-3,8 eV, 300 K). The nature of the interband
photoactive absorption is investigated. The values of the energy barrier height, the energy of interband optical
transitions for In2Se3, Cd1-хMnхTe crystals was determined. The point structures on the InSe single crystals and
Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70) solid solution crystals were fabricated by electric discharge method. The current-
voltage characteristics and photosensibility of created by the first time structures (Spot weld)/n-InSe, (Spot
weld)/Cd1-хMnхTe (х=0,00-0,70) was investigated. The energy band and energy position of exciton pecylarity of
phоtоsensitivity spectrum of obtained structures was discussed.The fabricated structures can be applied in wide-
range photoconverters of optical radiation and Cd1-хMnхTe solid solutions crystals in devices of magnetic
photoelectronic.
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